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(57) Abstract: A connection carrier (1) for at least one semiconductor chip (7) is stated, wherein the connection carrier has a carrier
body (2) having a main surface (20). A first connection area (31) and a second connection area (32) at a distance from the first
connection area are formed on the main surtace. The connection carrier has a mechanical decoupling device (5) which is intended to
reduce transmission of mechanical forces from the carrier body to at least one region of the first connection area. A semiconductor
component (8) having such a connection carrier is also stated.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Anschlusstrdger (1) fiir zumindest einen Halbleiterchip (7) angegeben, wobei der
Anschlusstriger einen Tragerkorper (2) mit einer Hauptflache (20) aufweist. Auf der Hauptfldche sind eine erste Anschlussfldche
(31) und eine von der ersten Anschlusstliche beabstandete zweite Anschlussfliache (32) ausgebildet. Der Anschlusstrager weist eine

mechanische Entkopplungseinrichtung (5) auf, die dafiir vorgesehen

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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—  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
Frist;  Veroffentlichung  wird  wiederholt,  falls
Anderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

ist, eine Ubertragung von mechanischen Kriften von dem Trigerkérper auf zumindest einen Bereich der ersten Anschlussfliche
zu verringern. Weiterhin wird ein Halbleiterbauelement (8) mit einem solchen Anschlusstréger angegeben.
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Beschreibung

Anschlusstrédger fir Halbleiterchips und Halbleiterbauelement

Die vorliegende Anmeldung betrifft einen Anschlusstrager fir
zumindest einen Halbleiterchip sowie ein Halbleiterbauelement

mit einem solchen Anschlusstrager.

Bei optoelektronischen Halbleiterchips, beispielsweise LED-
Chips, die mit zweili Kontakten an der Unterseite an einem
Anschlusstrédger befestigt und elektrisch kontaktiert sind,
kénnen mechanische Spannungen, beispielsweise aufgrund einer
thermischen Ausdehnung des Anschlusstrédgers oder einer
Verbiegung des Anschlusstragers infolge einer mechanischen
Belastung, dazu filhren, dass sich eine der elektrischen
Verbindungen zwischen dem Halbleiterchip und dem

Anschlusstrager 16st und der Halbleiterchip ausfallt.

Eine Aufgabe ist es, einen Anschlusstrager anzugeben, bei dem
die Gefahr, dass sich eine Verbindung zu einem an dem
Anschlusstrager befestigten Halbleiterchip lost, vermindert

ist.

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1
geldst. Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegenstand

der abhangigen Patentanspriiche.

Gemal einer Ausfihrungsform weist ein Anschlusstréager fir
zumindest einen Halbleiterchip einen Trédgerkdrper mit einer
Hauptflache auf. Auf der Hauptflache sind eine erste
Anschlussfldche und eine von der ersten Anschlussfléache
beabstandete zweite Anschlussflache ausgebildet. Der

Anschlusstrédger weist eine mechanische
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Entkopplungseinrichtung auf, die insbesondere dafir
vorgesehen ist, eine Ubertragung von mechanischen Kradften von
dem Tréagerkorper auf zumindest einen Bereich der ersten
Anschlussfldche, insbesondere auf einen Verbindungsbereich
der ersten Anschlussflache, zu verringern. Der
Verbindungsbereich ist vorzugsweise fir die elektrische
Verbindung mit einem elektrischen Kontakt eines
Halbleiterchips vorgesehen, wobeili eine Verbindungsschicht
zwischen der ersten Anschlussflache und dem Kontakt des
Halbleiterchips im Verbindungsbereich unmittelbar an die

erste Anschlussflache angrenzt.

Unter einer mechanischen Entkopplungseinrichtung wird
insbesondere allgemein ein BRereich des Anschlusstragers
verstanden, der dafiir vorgesehen ist, zumindest in einem fiir
die Befestigung eines Halbleiterchips vorgesehenen Bereich
bei einer Biegung des Tragerkdrpers und/oder einer
Temperaturanderung des Tragerkdrpers auftretende mechanische
Spannungen gezielt abzuschwdchen. Die unmittelbare
Kraftibertragung auf einen fir eine Verbindung mit einem
Halbleiterchip vorgesehenen Bereich der ersten
Anschlussflédche bei Einwirken einer mechanischen Kraft auf
den Tragerkdrper ist im Vergleich zu einem unstrukturierten,
homogen ausgebildeten Tragerkdrper mit einer darauf

aufgebrachten Anschlussflache abgeschwacht.

Die Gefahr, dass sich ein an dem Anschlusstrager,
insbesondere an der ersten Anschlussfldche und der zweiten
Anschlussfldche befestigter und elektrisch kontaktierter
Halbleiterchip bei Temperaturschwankungen und/oder bei einer
mechanischen Belastung des Tragerkdrpers abldst, ist so
vermindert. Auch bei unterschiedlichen thermischen

Ausdehnungskoeffizienten fiir den Anschlusstrédger und den
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Halbleiterchip ist eine dauerhafte und zuverlédssige

elektrische Verbindung gewdhrleistet.

In einer Ausgestaltungsvariante ist die mechanische
Entkopplungseinrichtung mittels einer Ausnehmung in dem
Tragerkdrper gebildet. Die Ausnehmung ist vorzugsweilse
seitens der Hauptfldche des Anschlusstrdgers ausgebildet. In
einer vertikalen Richtung, also in einer senkrecht zur
Hauptflache des Anschlusstragers verlaufenden Richtung,
erstreckt sich die Ausnehmung vorzugsweise nicht vollstandig

durch den Tragerkorper hindurch.

In einer bevorzugten Weiterbildung ist die Ausnehmung
zumindest teilweise mit einem Fillmaterial befiillt. Das
Flillmaterial weist vorzugswelise einen geringeren
Flastizitatsmodul auf als der Tragerkdrper. Mit anderen
Worten ist das Flillmaterial weicher als das Material des
Tradgerkdrpers. Vorzugswelise betradgt der Elastizitatsmodul des
Fiillmaterials hdchstens das 0, 7-Fache, besonders bevorzugt
hochstens das 0, 5-Fache des Elastizitdatsmoduls des
Tradgerkorpers. Mittels des verglichen mit dem Tragerkdrper
weicheren Fillmaterials kénnen sich auf den Tragerkdrper
wirkende mechanische Spannungen, beispielsweise Druck- oder
Zugspannungen, nur in einem verminderten Ausmal auf die
Verbindung zu zumindest einem elektrischen Kontakt des

Halbleiterchips auswirken.

In einer weiteren Ausgestaltungsvariante ist die mechanische
Entkopplungseinrichtung mittels einer Sicke gebildet. Die

Sicke ist vorzugsweise in dem Flllmaterial ausgebildet, mit
dem die Ausnehmung befiillt ist. Die Sicke kann aber auch in
dem Tragerkorper selbst ausgebildet sein. Mittels der Sicke

kann eine Federwirkung erzielt werden, wodurch der
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Verbindungsbereich der ersten Anschlussfldche von dem

Tragerkdrper mechanisch entkoppelt wird.

In Aufsicht auf den Anschlusstrédger {iberlappt die Ausnehmung
vorzugswelise mit der ersten Anschlussfldche. Insbesondere ist
der Verbindungsbereich vorzugsweise vollstandig innerhalb der
Ausnehmung angeordnet. Weiterhin bevorzugt kann die
Ausnehmung in Aufsicht auf den Anschlusstrager mit der ersten
Anschlussfldche und mit der zweiten Anschlussflache
Uberlappen. Die Ausdehnung der Ausnehmung kann in Aufsicht

auf den Anschlusstrager 50 % oder mehr der Grundfladche des zu

befestigenden Halbleiterchips betragen.

Zumindest in einer lateralen Richtung kann die Ausnehmung die
laterale Ausdehnung des Halbleiterchips {iiberragen,
beispielsweise um zwischen einschlieflich 1 % und
einschlieRlich 50 %, bevorzugt um zwischen einschlieBlich 1 %
und einschlieBlich 30 %, der lateralen Ausdehnung des

Halbleiterchips entlang dieser Richtung.

In einer weiteren Ausgestaltungsvariante ist die mechanische
Entkopplungseinrichtung mittels eines m&anderformig
verlaufenden Bereichs der ersten Anschlussflache gebildet.
Mittels des maanderfdormigen Bereichs kann eine Schubspannung
zwischen den Kontakten des Halbleiterchips durch eine

Federwirkung gemildert werden.

Bevorzugt ist die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels
des maanderformig verlaufenden Bereichs und der Ausnehmung
gebildet, wobei die Ausnehmung vorzugsweise zumindest
bereichsweise entlang einer &duberen Umrandung des
méanderformig verlaufenden Bereichs ausgebildet ist. Die

Ausnehmung kann beflillt oder unbeflillt ausgebildet sein.
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In einer weiteren Ausgestaltungsvariante ist die mechanische
Entkopplungseinrichtung mittels eines Bereichs der ersten
Anschlussfldche gebildet, in dem die erste Anschlussflache
auf der Hauptfldche frei aufliegt. Mit anderen Worten ist der
Bereich der ersten Anschlussfldche nicht unmittelbar mit der
Hauptflache des Tragers mechanisch verbunden, sodass sich
eine Biegebeanspruchung des Tragerkdrpers in dem
Verbindungsbereich der ersten Anschlussfléache, der flr die
Befestigung des Halbleiterchips vorgesehen ist, nur

vermindert auswirkt.

Die zweite Anschlussflache ist vorzugswelse groBer als die
erste Anschlussflache. Bevorzugt ist die zweite
Anschlussfldche mindestens 1,5-fach so grol, besonders
bevorzugt mindestens 3-fach so groR wie die erste
Anschlussfldche. Die mechanisch stabile Befestigung des
Halbleiterchips erfolgt vorzugsweise Uberwiegend iUber die
zwelte Anschlussflédche. Die erste Anschlussfldche ist
vorzugsweise so ausgefihrt, dass sich die Verbindung zu dem
Halbleiterchip auch bei einer mechanischen Belastung des

Anschlusstragers nicht 1lost.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung weist eine auBere
Unrandung der zweiten Anschlussfldche zumindest zwel Punkte
auf, wobeil eine zwischen diesen Punkten verlaufende gedachte
direkte Verbindungslinie auBerhalb der zweiten
Anschlussfldche und weiterhin bevorzugt durch die erste
Anschlussfldche verlauft. Eine Ausgestaltung, bei der die
zwelite Anschlussflache wesentlich grdBer als die erste

Anschlussflache ist, ist so auf einfache Weise erzielbar.

In einer bevorzugten Weiterbildung verlauft die &duBere

Unrandung der zweiten Anschlussfldche zumindest bereichsweise
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entlang von zumindest zwei Seitenfl&chen, besonders bevorzugt
entlang von drei Seitenfldchen der ersten Anschlussflache.
Mit anderen Worten umgreift die zweite Anschlussflédche die
erste Anschlussfliache, insbesondere den Verbindungsbereich,

bereichsweise.

Ein Halbleiterbauelement mit einem solchen Anschlusstréager
welst vorzugsweise zumindest einen Halbleiterchip, besonders
bevorzugt eine Mehrzahl von insbesondere optoelektronischen
Halbleiterchips auf. Der zumindest eine Halbleiterchip weist
auf einer dem Anschlusstrager zugewandten Unterseite einen
ersten Kontakt und einen zweiten Kontakt auf, wobei der erste
Kontakt mit der ersten Anschlussfldche und der zweite Kontakt
mit der zweiten Anschlussflédche elektrisch leitend verbunden

ist.

Weitere Merkmale, Ausgestaltungen und ZweckmaRigkeiten
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung der

Ausflihrungsbeispiele in Verbindung mit den Figuren.

Es zeigen:

Figuren 1A und 1B ein erstes Ausflhrungsbeispiel fir ein
Halbleiterbauelement mit einem Anschlusstrager in
schematischer Aufsicht (Figur 1B) und zugehdriger

Schnittansicht entlang der Linie A-A' (Figur 1A);

Figuren 2A und 2B ein zweites Ausfihrungsbeispiel fir ein
Halbleiterbauelement mit einem Anschlusstrager in
schematischer Aufsicht (Figur 2B) und zugehdriger

Schnittansicht entlang der Linie B-B' (Figur 2A);
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Figur 3 ein drittes Ausfihrungsbeispiel fir ein
Halbleiterbauelement mit einem Anschlusstrager in

schematischer Schnittansicht;

Figuren 4A und 4B ein viertes Ausfihrungsbeispiel fir ein
Halbleiterbauelement mit einem Anschlusstrager in
schematischer Aufsicht (Figur 4B) und zugehdriger

Schnittansicht entlang der Linie C-C' (Figur 4A);

Figur 5 ein flUnftes Ausfihrungsbeispiel fir ein
Halbleiterbauelement in schematischer

Schnittansicht.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in

den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen.

Die Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
maBstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren

Verstandnis tUbertrieben groB dargestellt sein.

Fin Halbleiterbauelement 8 gemdl dem in den Figuren 1A und 1B
dargestellten ersten Ausfiihrungsbeispiel weist einen
Anschlusstrager 1 auf, an dem ein Halbleiterchip 7 befestigt
ist. Auf einer dem Anschlusstrdger 1 zugewandten Unterseite
des Halbleiterchips 7 weist der Halbleiterchip, der
beispielsweise als ein LED-Halbleiterchip oder als ein
Laserdioden-Halbleiterchip ausgefiihrt sein kann, einen ersten
Kontakt 71 und einen zweiten Kontakt 72 auf, Uber die durch
Anlegen einer externen elektrischen Spannung Ladungstrager in
den Halbleiterchip 7 injiziert werden konnen und dort unter

Emission von Strahlung in einem zur Erzeugung von Strahlung
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vorgesehenen aktiven Bereich (nicht explizit dargestellt)
rekombinieren koénnen. Die Kontakte 71, 72 sind an einer dem
Anschlusstrager 1 zugewandten Unterseite des Halbleiterchips
angeordnet. Fir die Kontakte eignet sich beispielsweise eine
Metallschicht oder eine Schichtfolge mit mehreren
Metallschichten. Die Kontakte kdénnen durch Aufdampfen oder
Sputtern aufgebracht sein. Die Kontakte oder zumindest eine
Schicht davon kann beispielsweise Gold enthalten oder aus

Gold bestehen.

Der Anschlusstrager 1 weist einen Tragerkdrper 2 mit einer
dem Halbleiterchip zugewandten Hauptflache 20 auf. Auf der
Hauptflache ist eine Isolationsschicht 4 ausgebildet,
beispielsweise eine Oxidschicht, etwa eine
Siliziumoxidschicht oder eine Nitridschicht, etwa eine
Siliziumnitridschicht. Auf der dem Tragerkdorper 2 abgewandten
Seite der Isolationsschicht 4 sind eine erste Anschlussfléache
31 und eine von der ersten Anschlussfldche beabstandete und

elektrisch isolierte zweite Anschlussflache 32 ausgebildet.

Mittels einer Verbindungsschicht 6, beispielsweise einer
Lotschicht oder einer elektrisch leitfdhigen Klebeschicht,
sind die erste Anschlussflache 31 mit dem ersten Kontakt 71
und die zweite Anschlussflache 32 mit dem zweiten Kontakt 72
elektrisch leitend verbunden. Die erste Anschlussfldche weist
einen Verbindungsbereich 313 auf, der fir die Verbindung mit
dem ersten Kontakt 71 vorgesehen ist und in dem die
Verbindungsschicht 6 unmittelbar an die erste

Anschlussschicht angrenzt.

Flir die Verbindungsschicht 6 eignet sich beispielsweise ein

Weichlot, etwa ein Zinn-haltiges Lot wie ein Indium-Zinn-Lot
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oder ein Gold-Zinn-Lot (eutektischer Schmelzpunkt bei etwa

280° C).

Flir die Anschlussfldchen 31, 32 eignet sich beispielsweise
Kupfer. Die Dicke der Anschlussfldchen liegt bevorzugt

zwischen einschlieBlich 10 pum und einschlieBlich 60 um.

Der Anschlusstrager 1 weist eine mechanische
Entkopplungseinrichtung 5 auf, die in diesem
Ausflihrungsbeispiel mittels einer Ausnehmung 21 gebildet ist.
Die Ausnehmung ist von der Hauptfladche 20 her im Tréagerkorper
2 ausgebildet. Die Ausnehmung ist mit einem Fillmaterial 31
befiillt. Ein Elastizité&tsmodul des Fiillmaterials ist
vorzugsweise hochstens 0, 7-fach so groB, besonders bevorzugt
hochstens halb so groBl wie ein Elastizitatsmodul des
Tragerkdrpers 2. Der Elastizitadtsmodul des Fillmaterials kann
auch um einen Faktor 10 oder mehr kleiner sein als der
FElastizitatsmodul des Tragerkdrpers. Das Flllmaterial kann in
die Ausnehmung 21 eingefiillt, beispielsweise eingegossen oder
eingepresst, sein oder in bereits vorgefertigter Form an dem
Tradgerkdrper 2 befestigt sein, beispielsweise mittels

Einklebens in die Ausnehmung 21.

Das Fiullmaterial 31 ist vorzugsweise elektrisch isolierend
ausgebildet. ZweckmaRigerweise weist das Fillmaterial
zusatzlich zu einem geringen Elastizitatsmodul auch eine hohe

thermische Leitfahigkeit auf.

Das Flllmaterial 31 kann beispielsweise ein Elastomer oder
eine Elastomer-Legierung, ein Gummi oder ein Silikat
enthalten oder aus einem solchen Material bestehen. Der
Elastizitatsmodul des Fillmaterials betragt bevorzugt

zwischen einschlieRlich 0,01 GPa und einschlieBlich 1 GPa.
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Die mechanische Entkopplungseinrichtung 5 ist derart
ausgebildet, dass die mechanische Belastbarkeit der
Verbindung zum ersten Kontakt 71 des Halbleiterchips nicht
Uberbeansprucht wird. Beispielsweise sollte bei einem Kontakt
der Grohle von (0,6 mm)? und einer Haftfestigkeit der
Verbindungsschicht von 100 N/mm? die maximale Beanspruchung

durch Zug- oder Scherkrafte 0,4 N nicht tUberschreiten.

In Aufsicht auf den Anschlusstrager 1 {iberlappt die
Ausnehmung 21 mit der ersten Anschlussfldche 31. In Aufsicht
auf das Halbleiterbauelement 8 verlaufen der
Verbindungsbereich 313 und der erste Kontakt 71
deckungsgleich oder im Wesentlichen deckungsgleich. In
Aufsicht auf den Anschlusstradger 1 ist der Verbindungsbereich
313 und weiterhin auch der erste Kontakt 71 vollstandig
innerhalb der Ausnehmung 21 angeordnet, sodass der
Verbindungsbereich 313 und somit die Verbindung zwischen dem
ersten Kontakt 71 und dem Anschlusstrager 1 mittels der
mechanischen Entkopplungseinrichtung 5 von dem Trager 2

mechanisch entkoppelt ist.

Ein fir die elektrische Stromzufuhr vorgesehener
Zuleitungsbereich 314 der ersten Anschlussfldche 31 Uberragt

die Ausnehmung 21 in Aufsicht.

Die Gefahr einer Schadigung der Verbindung zwischen der
ersten Anschlussflache 31 und dem ersten Kontakt 71 bei einer
Biegebeanspruchung auf den Tragerkdrper 2, beispielsweise
aufgrund einer thermischen Ausdehnung des Anschlusstragers
mit einem vom Halbleiterchip 7 verschiedenen
Ausdehnungskoeffizienten oder aufgrund einer extern auf den
Tradgerkorper 2 einwirkenden mechanischen Belastung, wird

mittels der befiillten Ausnehmung 21 vermindert.
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In Aufsicht auf den Anschlusstrdger 1 verlauft eine auBere
Unrandung 321 der zweiten Anschlussschicht 32 entlang drei
Seitenflachen 310a, 310b, 310c der ersten Anschlussflache 31,
wobel die Seitenfldche 310b die gegeniiberliegenden und
vorzugswelise parallel zueinander verlaufenden Seitenfl&chen
310a und 310c¢ miteinander verbindet. Die zweite
Anschlussflédche 32 umgreift also die erste Anschlussflache
31, insbesondere den Verbindungsbereich 313. So ist auf
einfache Weise eine im Vergleich zur ersten Anschlussflache

31 wesentlich groBere zweite Anschlussflache 32 realisiert.

Die zweite Anschlussflache ist vorzugswelse mindestens 1,5-
fach so groB wie die erste Anschlussflache, besonders
bevorzugt mindestens 3-fach so groR wie die erste
Anschlussflédche. Die zweite Anschlussflache dient
vorzugswelse zusatzlich zur elektrischen Kontaktierung auch
der Warmeabfuhr der im Halbleiterchip im Betrieb erzeugten

Verlustwarme.

In der N&he des Verbindungsbereichs 313 der ersten
Anschlussflédche 31 ist die zweite Anschlussfléche 32
ausgespart, sodass in Aufsicht eine gedachte Verbindungslinie
(in Figur 1B veranschaulicht durch eine gestrichelte Linie
321c) zwischen zweil Punkten 321a, 321b auf der &duBeren
Unrandung 321 der zweiten Anschlussfl&che auBerhalb der
zwelten Anschlussfldche und stellenweise auch durch die erste

Anschlussflache 31 verlauft.

Der Tréagerkorper 2 kann mittels eines elektrisch leitfahigen
Materials gebildet sein, beispielsweise mittels eines BRlechs,
das vorzugswelise eine Dicke zwischen einschlieBlich 100 pm

und 1 mm, bevorzugt zwischen einschlieflich 200 pm und
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einschlieRlich 500 um, beispielsweise eine Dicke von etwa

200 um, aufweisen kann.

Alternativ kann fir den Tréagerkorper 2 auch ein elektrisch
isolierendes Material Anwendung finden, beispielsweise ein
Kunststoff, der vorzugsweise relativ dick, beispielsweise mit
einer Dicke zwischen 0,3 mm und 1,5 mm, und zah ist und
weiterhin eine hohe Warmeableitung gewdhrleistet. Bei einem
elektrisch isolierenden Tragerkdrper ist die
Isolationsschicht 4 nicht erforderlich und kann, wie in Figur

3 dargestellt, auch weggelassen werden.

Als Kunststoff fir den Tragerkdrper eignet sich
beispielsweise ein Acrylglas, ein Polystyrol (auch

Polystyren) oder ein Polyamid.

Ein Elastizitdtsmodul des Tradgerkdrpers liegt vorzugsweise

zwischen einschlieRflich 1 GPa und einschlieBlich 50 GPa.

Ein elektrisch isolierender Tragerkdrper 2 ist vorzugsweise
beziiglich seiner Spannungsdurchschlagsfestigkeit derart
ausgebildet, dass er die Anforderungen an ein vollisoliertes
Gerat auch bei einem an den Anschlussflachen 31, 32

anliegenden Netzpotenzial, beispielsweise 220 V, erfillt.

Von dem dargestellten Ausflihrungsbeispiel abweichend kann der
Tradgerkdrper auch mehrschichtig sein. Beispielsweise kann ein
Kunststoff unterseitig mit einer versteifenden Metallschicht,
beispielsweise einem RBlech, etwa einem Eisenblech, unterlegt
oder verklebt sein. Die Metallschicht, insbesondere das
Blech, kann beispielsweise eine Dicke zwischen einschlieRlich

0,3 mm und einschlieRlich 0,8 mm aufweisen.
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Zur vereinfachten Darstellung ist lediglich ein Bereich des
Anschlusstragers gezeigt, an dem ein Halbleiterchip 7
befestigt ist. Vorzugsweise sind an dem Anschlusstrager 1
mehrere Halbleiterchips befestigt und mit diesem elektrisch
leitend verbunden, beispielsweise zumindest teilweise
elektrisch in Serie und/oder zumindest teilweise elektrisch
parallel zueinander. Eine LED-Halbleiterchip-
Beleuchtungskette, beispielsweise fiir die LED-
Allgemeinbeleuchtung, ist so auf besonders kostengiinstige

Weise herstellbar.

Das in den Figuren 2A und 2B dargestellte zweite
Ausfiihrungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem im
Zusammenhang mit den Figuren 1A und 1B beschriebenen ersten
Ausflihrungsbeispiel. Im Unterschied hierzu ist in dem
Fiillmaterial 51 der Ausnehmung 21 eine Sicke 52 ausgebildet.
Die Sicke kann bereits vor dem Ausbilden der ersten
Anschlussfldche 31 ausgeformt werden, beispielsweise durch
Einpressen. Die Sicke 52 bewirkt eine Federwirkung, durch die
auf den Tragerkdrper 2 einwirkende mechanische Spannungen in
Bezug auf die Ubertragung zur Verbindung der ersten
Anschlussfldche mit der ersten Kontaktfldche 71 abgemildert
werden konnen. Die Sicke weist bezogen auf die Hauptflache 20
des Tragerkdrpers zumindest eine Vertiefung 521 und eine
Erhdhung 522 auf. In Schnittansicht folgt die Form der ersten
Anschlussfldche 31 der Form der Sicke 52. Von dem
beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel abweichend kann die Sicke

auch unmittelbar in dem Tragerkdrper 2 ausgebildet sein.

Das in Figur 3 dargestellte dritte Ausfihrungsbeispiel fir
ein Halbleiterbauelement entspricht im Wesentlichen dem im
Zusammenhang mit Figur 1 beschriebenen ersten

Ausflihrungsbeispiel. Im Unterschied hierzu iberlappt die



10

15

20

25

30

WO 2012/126852 PCT/EP2012/054713

_14_

Ausnehmung 21 mit der ersten Anschlussfldche 31 und der
zwelten Anschlussfldche 32 in Aufsicht auf den
Anschlusstradger 1. Die laterale Ausdehnung der Ausnehmung ist
in der Figur mittels eines Pfeils 55 veranschaulicht. Von dem
beschriebenen Ausflihrungsbeispiel abweichend kann sich die
Ausnehmung 21 auch zumindest entlang einer lateralen Richtung
vollstandig liber den Halbleiterchip 7 hinaus erstrecken und
somit eine groBere Ausdehnung aufweisen als der
Halbleiterchip. Beispielsweise kann die Ausnehmung in
Aufsicht bezogen auf die laterale Ausdehnung des
Halbleiterchips den Halbleiterchip auf einer Seitfe um
zwischen einschlieRlich 1 % und einschlieRBlich 50 %,
bevorzugt um zwischen einschlieBlich 1 % und einschlieBlich

30 %, Uberragen.

Eine vergleichsweise groRflachige Ausgestaltung der
Ausnehmung 21 ist insbesondere dann zweckmabBig, wenn die
Warmeleitfahigkeit des Fillmaterials 51 so hoch ist wie oder
zumindest nur unwesentlich, beispielsweise um hdochstens 30 %,
geringer, 1ist als die Warmeleitfdhigkeit des Materials des
Tradgerkodrpers 2. Der Schutz der Verbindung des
Halbleiterchips 7 mit dem Anschlusstrager 1 kann so

weltergehend verbessert werden.

In dem gezeigten Ausfithrungsbeispiel ist der Tragerkdrper 2
elektrisch isolierend ausgebildet, sodass eine
Isolationsschicht auf der Hauptflédche 20 des Tragerkdrpers
nicht erforderlich ist. Davon abweichend kann der
Tragerkdrper 2 auch in diesem Ausfihrungsbeispiel elektrisch
leitfahig ausgebildet sein und eine wie im Zusammenhang mit
den Figuren 1A und 1B beschrieben ausgefiihrte

Isolationsschicht 4 aufweisen.
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Das in den Figuren 4A und 4B dargestellte vierte
Ausfiihrungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem im
Zusammenhang mit den Figuren 1A und 1B beschriebenen ersten

Ausfihrungsbeispiel.

Im Unterschied hierzu ist die mechanische
Entkopplungseinrichtung 5 mittels eines maanderfdrmigen
Bereichs 33 der ersten Anschlussfldche 31 gebildet. Der
méanderformige Bereich ist zwischen dem Zuleitungsbereich 314
und dem Verbindungsbereich 313 ausgebildet. Entlang einer
auBeren Umrandung 331 des madanderfdrmigen Bereichs 33 ist in
dem Tréagerkorper 2 bereichsweise eine Ausnehmung 21
ausgebildet. Die Ausnehmung 21 verlauft zwischen der ersten
Anschlussfldche 31 und der zweiten Anschlussflédche 32.
Weiterhin verlauft die Ausnehmung 21 entlang zwei
gegeniiberliegenden Seiten des maanderfdrmigen Bereichs 33.
Zur vereinfachten Darstellung ist lediglich eine
Biegungsperiode filir den mdanderfdrmigen Bereich gezeigt. Zur
Verbesserung der mechanischen Entkopplung kénnen aber auch
zwel oder mehr solcher Biegungsperioden, beispielsweise
zwischen einschlieBRlich 2 und einschlieBlich 5

Biegungsperioden, vorgesehen sein.

Mittels der Ausnehmung 21 ist ein sdulenartiger Bereich 53
des Tragerkdrpers 2 gebildet. Der sdulenartige Bereich 53 mit
dem darauf ausgebildeten mdanderfdrmigen Bereich 33 als
elektrische Zuleitung bewirkt eine Federwirkung, die zu einer
mechanischen Entkopplung der Verbindung zum ersten Kontakt 71
vom Tragerkdrper 2 fihrt. Die Ausnehmung 21 kann
beispielsweise mittels Frédsens, beispielsweise mit einem
feinen Stirnfrédser, oder Pragens ausgebildet werden. Zur noch
weltergehenden Verstarkung der Federwirkung kann die

Ausnehmung zumindest bereichsweise seitlich Uberh&ngend
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ausgebildet sein (in der Figur nicht explizit dargestellt).
Eine solche Ausnehmung ist beispielsweise mittels Atzens

herstellbar.

Die Ausnehmung 21 ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel
vorzugswelse frei von einem Fillmaterial. Davon abweichend
kann aber auch zumindest bereichsweise ein Fillmaterial, das
insbesondere wie im Zusammenhang mit den Figuren 1A und 1R

beschrieben ausgefiihrt sein kann, vorgesehen sein.

Das in Figur 5 dargestellte fiunfte Ausfiihrungsbeispiel
entspricht im Wesentlichen dem im Zusammenhang mit den
Figuren 1A und 1B beschriebenen ersten Ausfiihrungsbeispiel.
Im Unterschied hierzu ist der Tragerkdrper 2 frei von einer
Ausnehmung. Die mechanische Entkopplungseinrichtung 5 ist
mittels eines frei aufliegenden Bereichs 34 der ersten
Anschlussfldche 31 gebildet. Der Verbindungsbereich 313 ist
vollstandig innerhalb des frei aufliegenden Bereichs 34
angeordnet. In dem frei aufliegenden Bereich besteht keine
direkte kraftschliissige Verbindung zwischen der ersten
Anschlussflache 31 und dem Tragerkdrper 2. Dies kann
beispielsweise dadurch erzielt werden, dass die
Anschlussfldche 31 nur bereichsweise an dem Tréagerkdrper 2

befestigt, beispielsweise angeklebt, ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritadt der deutschen
Patentanmeldung 10 2011 014 584.2, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausflihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie Jjede Kombination wvon

Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
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den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausflihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Anschlusstrager (1) fir zumindest einen Halbleiterchip
(7), wobeil

- der Anschlusstrdger einen Tragerkdrper (2) mit einer
Hauptflache (20) aufweist,

- auf der Hauptflidche eine erste Anschlussfldache (31) und
eine von der ersten Anschlussfldche beabstandete zweite
Anschlussfldche (32) ausgebildet sind,

- der Anschlusstrager eine mechanische
Entkopplungseinrichtung (5) aufweist, die dafir vorgesehen
ist, eine Ubertragung von mechanischen Kradften von dem
Tradgerkodrper auf zumindest einen Bereich der ersten

Anschlussfldche zu verringern.

2. Anschlusstradger nach Anspruch 1,
bei dem die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels einer

Ausnehmung (21) in dem Tragerkdrper gebildet ist.

3. Anschlusstrager nach Anspruch 2,
bei dem die Ausnehmung mit einem Fillmaterial (51) befiillt
ist, das einen geringeren Elastizitatsmodul aufweist als der

Tragerkdrper.

4., Anschlusstrager nach Anspruch 3,
bei dem der Elastizitatsmodul des Fillmaterials hochstens das

0, 7-Fache des Elastizitatsmoduls des Tragerkdrpers betragt.

5. Anschlusstrager nach Anspruch 3,
bei dem die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels einer

Sicke gebildet ist, die in dem Fillmaterial ausgebildet ist.
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6. Anschlusstrédger nach einem der Anspriche 2 bis 5,
bei dem die Ausnehmung in Aufsicht auf den Anschlusstrager
mit der ersten Anschlussfldche und mit der zweiten

Anschlussflache Uberlappt.

7. Anschlusstrager nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels einer

Sicke (52) gebildet ist.

8. Anschlusstradger nach Anspruch 1,
bei dem die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels eines
méanderformig verlaufenden Bereichs (33) der ersten

Anschlussfldche gebildet ist.

9. Anschlusstrédger nach Anspruch 8,

bei dem die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels einer
Ausnehmung (21) gebildet ist, wobei die Ausnehmung
bereichsweise entlang einer aduBeren Umrandung (331) des

méanderformig verlaufenden Bereichs ausgebildet ist.

10. Anschlusstrager nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem die mechanische Entkopplungseinrichtung mittels eines
Bereichs (34) der ersten Anschlussfladche gebildet ist, in dem

die erste Anschlussflache auf der Hauptflache frei aufliegt.

11. Anschlusstradger nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem die zweite Anschlussfliache mindestens 1,5-fach so

groRl ist wie die erste Anschlussflache.

12. Anschlusstradger nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem eine duRere Umrandung (321) der zweiten

Anschlussflache zumindest zweli Punkte aufweist, wobeil eine
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zwischen diesen Punkten verlaufende gedachte direkte

Verbindungslinie durch die erste Anschlussflache verlauft.

13. Anschlusstrédger nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem die duBere Umrandung der zweiten Anschlussflache
zumindest bereichsweise entlang von drei Seitenfldchen (310a,

310b, 310c) der ersten Anschlussflache verlauft.

14. Halbleiterbauelement (8) mit einem Anschlusstrager (1)
gemal einem der vorhergehenden Anspriche und mit zumindest
einem Halbleiterchip (7), der auf einer dem Anschlusstrager
zugewandten Unterseite (73) einen ersten Kontakt (71) und
einen zweiten Kontakt (72) aufweist, wobei der erste Kontakt
mit der ersten Anschlussfldche und der zweite Kontakt mit der

zweliten Anschlussflache elektrisch verbunden ist.
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